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１．概要（Summary ）： 

本開発は、薄型メンブレン構造を実現するために、

メンブレンを破壊しない工法で犠牲層を除去するこ

とを目的とする。 

 

２．実験（Experimental）： 

犠牲層除去にウェットプロセスを適用すると、薄型

メンブレンの破壊が懸念されるため、ドライプロセス

を採用したい。 

その先行実験として、デバイス構造に採用する金属

膜のドライエッチング耐性を評価した。 

 

※使用設備：シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチング

システム MLT-SLE-0x (住友精密工業(株) 製) 

エッチング条件は京都大学ナノハブ様推奨条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion）： 

 Fig.1に Ti、Al、Moを犠牲層エッチング処理した結

果の外観写真を示す。実験基板は処理前に半分に分割

し、写真左側は未処理、右側は処理したものである。 

 

この結果から、エッチング処理によって、Tiは腐食し、

Al、Mo は腐食しないことが確認できた。この結果か

ら、デバイス構造に採用する金属膜を決定する。 

 

４．その他・特記事項（Others）： 

・特になし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation）： 

なし。 

 

６．関連特許（Patent）： 

なし。 

Figure1. Microscope photograph of the metal surface after sacrificial layer etching 

(a) Ti(200nm) (b) Al(500nm) (c) Mo(500nm) 


